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Panel fotowoltaiczny z czujnikiem uszkodzen
mechanicznych, ktory przeznaczony jest do
monitorowania zestawu paneli fotowoltaicznych
pod katem ich potencjalnych uszkodzen mecha-
nicznych, czy ich kradziezy, utworzony z ogniwa
fotowoltaicznego (1), od gory i od dotu pokryte-
go folig, przy czym na foli, ktéra pokrywa ogniwo
fotowoltaiczne (1) od géry umiejscowione jest
szkio hartowane, ktére z kolei pokryte jest
powtokg samoczyszczaca, charakteryzuje sie
tym, ze wyposazony jest w czujnik (6) do moni-
torowania uszkodzen mechanicznych, ktéry ma
postaé naniesionego na panel fotowoltaiczny,
co najmniej jednego paska, ktéry utworzony jest
z przewodnika elektrycznego w postaci powtoki
z grafenu w formie grafenu ptatkowego w osno-
wie lub tlenku grafenu w osnowie.
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Panel fotowoltaiczny z czujnikiem uszkodzen mechanicznych

Przedmiotem wynalazku jest panel fotowoltaiczny z czujnikiem uszkodzen
mechanicznych, ktéry przeznaczony jest do monitorowania zestawu paneli
fotowoltaicznych pod katem ich potencjalnych uszkodzen mechanicznych, czy ich
kradziezy. Rozwigzanie wedlug wynalazku ma rowniez zapewni¢ szybka identyfikacje
uszkodzonego elementu, jednego z wielu wielkopowierzchniowego zestawu paneli
fotowoltaicznych.

Bezawaryjna praca paneli fotowoltaicznych jest warunkiem efektywnego
wytwarzania energii, dlugiej zywotnosci oraz szybkiego zwrotu inwestycji. Aby
zapewni¢ bezawaryjng prace¢ wymagana jest prosta 1 niezawodna metoda oceny
wydajnosci panelu stonecznego zaréwno w procesie produkcyjnym, jak i po montazu.
Obecnie powszechnie wykorzystywane sg kamery termowizyjne w badaniach paneli
stonecznych zarowno w procesie produkcyjnym, jak i do badan kontrolnych i
konserwacyjnych po zamontowaniu panelu. Z uwagi, iz wystepujace w panelu skazy sg
wyraznie widoczne na obrazie termicznym kamery termiczne mogg by¢ uzywane do
skanowania duzych powierzchni zainstalowanych paneli stonecznych w czasie
normalnej pracy. Kamery termowizyjne sa przenosne, lekkie 1 pozwalaja na ich
zastosowanie w terenie, niemniej zawsze wymagaja skanu paneli — ich powierzchni -
przez uzytkownika w miejscu ich rozlokowania.

Znane jest z miedzynarodowego zgloszenia wynalazku WO2007006564A2
urzadzenie do monitorowania modutéw paneli fotowoltaicznych w przypadku kradziezy
lub uszkodzenia poprzez ocene sygnalow napiecia szczatkowego. Wynalazek ujawnia
rozwigzanie, ktére bez z gory okreslonego dziatania pradu znamionowego dostarcza
sygnal poprzez monitorowanie napigcia pradu stalego w przypadku uszkodzenia lub
kradziezy. Zgodnie z wynalazkiem komparator okienny z zaprogramowanym napigciem
odniesienia dzieli napigcie szczatkowe paneli fotowoltaicznych, ktére jest podawane o
zmierzchu lub w nocy, na trzy kategorie. Sygnat kodowany dla kazdego panelu jest
wysytany do centralnego urzadzenia alarmowego, ktore znajduje si¢ obok falownika i
ktore ma dekoder, ktory uruchamia alarm dla panelu w przypadku, gdy napigcie
szczatkowe generowane przez panele stoneczne spadnie do zera.

Znane jest z chinskiego zgtoszenia wynalazku CN114006579A urzadzenie
przetwarzajace wykrywanie btedow modutu fotowoltaicznego, ktore zawiera: modut

fotowoltaiczny zawierajacy wiele paneli ogniw potaczonych szeregowo, przy czym
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kazdy panel ogniw zawiera koniec wejsciowy 1 koniec wyjsciowy; modut samokontroli,
ktéry zawiera elementy czujnikowe, ktére sa potaczone réwnolegle z zewnetrznymi
bokami paneli ogniw, przy czym elementy czujnikowe sa wykorzystywane do
monitorowania, czy panel pojedynczego ogniwa ulega uszkodzeniu, czy nie; oraz
modut awaryjny, ktory sklada si¢ z kontrolerow potaczonych z elementami
czujnikowymi i w ktorym przewody sa umieszczone migdzy koncowkami wejsciowymi
a koncowkami wyjsciowymi. Na kazdym przewodzie zwierajacym jest umieszczona
jednostka wiaczania 1 wytaczania, a kontrolery steruja odtaczaniem i podlaczaniem
jednostek.

Znany jest z chifnskiego zgloszenia wzoru uzytkowego CN209964016U
samokontrolujgcy si¢ modut ogniwa stonecznego modutu fotowoltaicznego. Modut
zawiera skrzynke potaczeniowa i pltyty boczne, przy czym w skrzynce potaczeniowej sg
umieszczone zespol ciggu akumulatorow 1 urzadzenie do samokontroli uszkodzenia
pojedynczego modutu fotowoltaicznego; obwdd pomiarowy jest potaczony rownolegle
z meskimi 1 zenskimi koncéwkami wylotowymi przewodu glowicy kazdego
pojedynczego zespotu fotowoltaicznego. Obwod pomiarowy sktada si¢ z plytki obwodu
wykrywania 1 akwizycji pradu i napigcia oraz przelacznika recznego, ktore sa potaczone
SZEeregowo.

Znany jest z europejskiego zgloszenia wynalazku EP3407465A1 sposob i
system monitorowania pracy 1 optymalizacji zestawu paneli fotowoltaicznych
umozliwiajacy detekcje i predykcje uszkodzen, przy czym komunikacja modulow
monitorujacych odbywa sie¢ droga radiowa, jest liniowa 1 dwukierunkowa, w
precyzyjnie ustawionych przedziatach czasowych, w ktorych poszczegdlne adresy
logiczne odpowiadaja fizycznej lokalizacji modutéw monitorujacych wzgledem siebie.
Koordynator sieci nadzoruje poprawng komunikacje sieciowg poprzez wysylanie ramek
synchronizacji i zadan transmisji danych, ktore umozliwiajg miedzy innymi obstuge
modutéw monitorujacych i synchronizacje pomiaréw przez nie wykonywanych. W
sktad systemu wchodza moduly monitorujace mierzace parametry paneli
fotowoltaicznych za pomoca obwodu pomiarowego napiecia oraz obwodu
pomiarowego pradu i przechowujgce te parametry w pamigci mikrokontrolera. Dane
przesytane sa droga radiowg za pomoca modutu komunikacji bezprzewodowej z anteng
komunikacyjng w sposéb zsynchronizowany na podstawie informacji od koordynatora

sieci.
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Celem wedlug wynalazku jest wyposazenie panelu fotowoltaicznego w czujnik,
ktéry ma niska odporno$¢ mechaniczng, przerywa S$ciezke przewodzaca juz w
przypadku pegknigcia monitorowanej powierzchni oraz odpowiednio wysoka rezystancje
i na odpowiednim poziomie mierzalng warto$¢ jej zmiany przy uszkodzeniu obwodu
pomiarowego. Rozwigzanie wedtug wynalazku ma w sposob ciggly i bezobstugowy
zapewni¢ monitoring zestawu paneli fotowoltaicznych pod katem ich potencjalnych
uszkodzen mechanicznych oraz umozliwi¢ szybka lokalizacje — szybka identyfikacje
uszkodzonego elementu — jednego z wielu wielkopowierzchniowego zestawu paneli
fotowoltaicznych.

Panel fotowoltaiczny z czujnikiem uszkodzen mechanicznych, w ktorym panel
fotowoltaiczny utworzony jest z ogniwa fotowoltaicznego, od gory i od dotu, pokrytego
folig, przy czym na foli, ktéra pokrywa ogniwo fotowoltaiczne od gory, umiejscowione
jest szklo hartowane, ktére z kolei pokryte jest powloka samoczyszczaca, wedlug
wynalazku charakteryzuje si¢, iz wyposazony jest w czujnik do monitorowania
uszkodzen mechanicznych, ktory ma posta¢, naniesionego na panel fotowoltaiczny, co
najmniej jednego paska, ktory utworzony jest z przewodnika elektrycznego w postaci
powtoki z grafenu w formie grafenu ptatkowego w osnowie lub tlenku grafenu w
osnowie.

Korzystnie, czujnik naniesiony jest na pokrywajaca od dolu ogniwo
fotowoltaiczne folie.

W rozwigzaniu wedlug wynalazku uszkodzenie panelu fotowoltaicznego
identyfikowane jest poprzez pomiar charakterystyki pradowo-napigciowej czujnika.
Czujnik dostarcza informacje o powstaniu uszkodzen mechanicznych ogniwa na
podstawie spadku przeplywu pradu elektrycznego (wzrost oporu). W wyniku
przeprowadzonych badan okazato sig, iz grafen i tlenek grafenu majg pozadang dla tego
typu zabezpieczen wysoka rezystancje i na pozadanym poziomie, mierzalng wartos¢ jej
zmiany przy uszkodzeniu obwodu pomiarowego. Grafen czy tlenek grafenu
charakteryzuja si¢ niskg odpornoscig mechaniczng i brakiem sit wigzacych. Powloka z
grafenu czy tlenku grafenu peka wraz z panelem w miejscach jego peknigcia czy
rozbicia. Grafen lub tlenek grafenu moga by¢ nanoszone z roztworu wodnego w formie
zawiesiny zawierajacej od 2% do 4%, korzystnie 3% wagowych grafenu/tlenku grafenu.
Grafen i tlenek grafenu ze wzgledu na swojg strukture zapewniajg bardzo dobre
przyleganie zwiazku do powierzchni. Grafen czy tlenek grafenu po natozeniu i

wyschnigciu tworzg cienkie warstwy bardzo dobrze przylegajace do podtoza.
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Korzystnym jest, iz nanoszenie przewodnika elektrycznego moze by¢ wykonywane
réznymi sposobami, miedzy innymi takimi jak: spin-coating, spray-coating i doctor
blade. Na potrzeby wynalazku czujnik wytwarza si¢ w postaci cienkiej powloki,
otrzymanej poprzez wytworzong warstwe grafenu ptatkowego lub tlenku grafenu w
osnowie. Rozwigzanie zapewnia mozliwos¢ stosowania w dowolnych warunkach
atmosferycznych, moze by¢ stosowane wewnatrz 1 na zewnatrz budynkow
przemystowych 1 mieszkalnych. Zastosowanie grafenu lub tlenku grafenu, ze wzgledu
na wysoka rezystywnos$¢ i na odpowiednim poziomie wysokosci warto$¢ jej zmiany
przy uszkodzeniu obwodu pomiarowego, pozwala na diagnoz¢ uktadu w zakresie oceny
zero-jedynkowej, gdzie 1 - uktad sprawny, a O - uktad uszkodzony.

Przedmiot wynalazku zostal schematycznie uwidoczniony na rysunku, na
ktérym fig. 1 przedstawia panel fotowoltaiczny z czujnikiem do monitorowania
uszkodzen mechanicznych, fig. 2 fragment panelu fotowoltaicznego z czujnikiem w
widoku z boku, a fig. 3 przedstawia pomiar rezystancji przyktadowego czujnika wedtug
przyktadu pierwszego i przyktadu drugiego wedtug wynalazku.

Panel fotowoltaiczny z czujnikiem uszkodzen mechanicznych w przykladzie
wykonania pierwszym wedtug wynalazku utworzony jest z panelu fotowoltaicznego,
ktory zbudowany jest z ogniwa fotowoltaicznego 1, ktore od gory i od dolu pokryte jest
folia 2, 3 polimerowa EVA. Na foli 2 polimerowej EVA, ktéra pokrywa ogniwo
fotowoltaiczne 1 od gory, umiejscowione jest szkto hartowane 4, ktore z kolei pokryte
jest powtoka samoczyszczaca 5. Ponadto, rozwiazanie wyposazone jest w czujnik 6 do
monitorowania uszkodzen mechanicznych, ktory ma posta¢ naniesionego na
pokrywajaca od dotu ogniwo fotowoltaiczne 1 foli¢ 3 polimerowa EVA przewodnika
elektrycznego w postaci cienkowarstwowe] powtoki z tlenku grafenu w osnowie.
Czujnik 6 tworza dwa paski, o grubosci w zakresie 10um-100um korzystnie 40 pm i
szerokosci w zakresie od 3 do 8 mm korzystnie Smm, ktére biegng wzdluz calej
dhugosci panelu fotowoltaicznego. Dwa paski sensora sa usytuowane na brzegach
panelu po obu jego stronach dla zwigkszenia detekcji powstatych uszkodzen na
powierzchni panelu. Ich rozmiar jest podyktowany dostepna powierzchnia panelu
fotowoltaicznego jak réwniez wilasciwosciami elektrycznymi (kazdego paska)
umozliwiajagcymi odczyt ich zmian po powstaniu uszkodzenia. Tak wigc, dokladna
dhugos¢, szerokos¢ i grubos¢ powloki przewodnika elektrycznego ustala sie na
podstawie zwyktych, dokonywanych typowym miernikiem, pomiardéw rezystancji i ich

zmian przy uszkodzeniu panelu fotowoltaicznego. Czujnik 6 przeznaczony jest do
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stosowania do paneli fotowoltaicznych o wszystkich znanych wymiarach, zarowno tych
o dtugosci ponizej 1m jak 1 powyzej 1 m.

Korzystnie osnowe tlenku grafenu stanowi celuloza albo poliwinylopirolidon w ilosci
1+5% wag. Czujnik 6 od spodu pokryty jest folig polimerowg 7. Do kazdego z paskow,
do utworzonych na obu jego koncach stykow, przytacza sie uktad, ktoéry w sposob
ciggly dokonuje pomiaru rezystancji kazdego z paskéw z osobna. Folia polimerowa 7
stuzy do zafoliowania szczelnego wewnetrznych warstw panelu celem odizolowania ich
od niekorzystnych warunkow atmosferycznych — gtownie od wilgoci.

Przykladowy sposdb wytwarzania czujnika 6 przebiega w nastepujacych etapach:

Przvgotowanie tlenku grafenu (GO):

Niewielkg ilos¢ ekspandowalnego grafitu (gatunek 1721, Asbury Carbon) umieszcza si¢
w jednolitrowej zlewce i ogrzewa przez 10s w kuchence mikrofalowej. Wowczas
uzyskuje si¢ ekspansj¢ grafitu na poziomie 150 razy wigksza od pierwotne] objetosci.
Procedure uzyskania tlenku grafenu syntetyzowano z ekspandowanego grafitu wedtug
zmodyfikowanej metody Hummersa. Zmodyfikowana metoda Hummersa polega na
powolnym utlenianiu grafitu [C] z wykorzystaniem nadmanganianu potasu [KMnO4] w
mieszaninie kwasow: siarkowego (VI) z ortofosforowym (V) [H2SOs + H3POy4).
Preparatyka przewiduje 24h powolne mieszanie w temp. 50°C roztworu
skomponowanego z:

120 cm3 kwasu siarkowego (VI) 1 ortofosforowego (V) w stosunku 9:1

1 g grafitu

6 g nadmanganianu potasu.

Tlenek grafenu uzyskuje si¢ poprzez separacje odsrodkowa (odwirowanie). Uzyskany
odsacz poddawany jest przemywaniu kaskadowemu w 30% kwasem solnym [HCI],
nastepnie 70% etanolem [C2HsOH], a nastepnie (wielokrotnie) woda demineralizowana,
az do uzyskania pH 7. Tak pozyskany tlenek grafenu suszy sie w temp. 60°C.
Zsyntezowana dyspersja tlenku grafenu osigga konsystencje pasty. Stezenie tlenku
grafenu na poziomie 1,5% wag., okresla si¢ poprzez suszenie dyspersji tlenku grafenu w
80°C pod proéznia przez 24 godziny.

Przvgotowanie dyspersji GO-hydrazyna i osnowy celulozowej:

15 mg zsyntetyzowanego w powyzszy sposob tlenku grafenu (lub zakupionego) miesza
si¢ z monohydratem hydrazyny (98% wag.) w stosunku 1:3 (wag./wag.), calos¢ miesza
przez dwie minuty, a nastepnie rozciencza w proporcji 150 razy woda/etanol (80:20

obj./obj.) z dodatkiem celulozy (polisacharyd czasteczek D-glukozy) w ilosci 1+5%
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wagi catosci zolu. Nastepnie roztwor poddaje sie kapieli ultradzwickowej przez jedna
minute¢ w celu uzyskania stabilnej 1 jednorodnej dyspersji GO-hydrazyny. Dyspersja
GO-hydrazyny zachowuje stabilnos¢ przez co najmniej kilka tygodni.

Osadzanie natryskowe na elastycznym podlozu — foli polimerowej EVA

Warstwe czujnika 6 wykonuje si¢ w technologii spray coating method. Dyspersje GO-
hydrazyny z osnowa natryskuje si¢ na podioze polimerowe przy uzyciu uktadu
aerografu z N> (azot dwuczasteczkowy) jako gazem nosnym. Cisnienie wlotowe N jest
na poziomie dwoéch baréw, a szybkos¢ rozpylania wynosi 3 ml/min. Odlegtos¢
koncéwki dyszy od podioza wynosi 12 cm. Osadzanie natryskowe przeprowadza sig¢
przez przylaczenie zaworu gazu N2 do zbiornika z zolem dyspersji GO-hydrazyny i
celulozy. Utworzony strumien aerozolu kieruje sie na podloze wstepnie ogrzane do
temperatury w zakresie 20°C - 30°C. Naniesiony na panel fotowoltaiczny czujnik 6
laminuje sie folig polimerowa 7. W identyczny sposob warstwa sensoryczna moze by¢
naniesiona na szkto.

Pomiar opornosci czujnika o dlugosci 1,0 metr, szerokosci Smm, 1 grubo$ci
0,04mm charakteryzowal si¢ rezystancja 29k Ohm, po rozbiciu rezystancja wzrosta do
o (zaleznie od rozmiaru uszkodzenia).

Panel fotowoltaiczny z czujnikiem uszkodzen mechanicznych w przyktadzie
wykonania drugim wedlug wynalazku utworzony jest z panelu fotowoltaicznego, ktory
zbudowany jest z ogniwa fotowoltaicznego 1, ktore od gory 1 od dotu pokryte jest folig
2, 3 polimerowa EVA. Na foli 2 polimerowej EVA, ktéra pokrywa ogniwo
fotowoltaiczne 1 od gory, umiejscowione jest szkto hartowane 4, ktore z kolei pokryte
jest powtoka samoczyszczaca 5. Ponadto, rozwiazanie wyposazone jest w czujnik 6 do
monitorowania uszkodzen mechanicznych, ktory ma posta¢ naniesionego na
pokrywajacg od dotu ogniwo fotowoltaiczne 1 foli¢ 3 polimerowg EVA przewodnika
elektrycznego w postaci powtoki z grafenu ptatkowego w osnowie. Czujnik 6 tworza
dwa paski, o grubosci w zakresie 10um-100pm korzystnie 40 um 1 szerokosci w
zakresie od 3 do 8 mm korzystnie Smm, ktére biegng wzdtuz catej dtugosci panelu
fotowoltaicznego.  Korzystnie  osnowe  grafenu  stanowi  celuloza  albo
poliwinylopirolidon w ilosci 1+5% wag. Czujnik 6 od spodu pokryty jest folia
polimerowa 7. Do kazdego z paskow, do utworzonych na obu jego koncach stykow,
przytacza sie uktad, ktory w sposob ciagly dokonuje pomiaru rezystancji kazdego z
paskow z osobna.

Przygotowanie dyspersji grafen ptatkowy - rozcienczalnik organiczny:
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5 czesci wagowych grafenu ptatkowego zakupionego komercyjnie (np. Sigma Aldrich,
Graphene nanoplatelets, rozmiar ptatka 25 pm, powierzchnia aktywna 50-80 m?/g)
laczy sie z dwoma czesciami wagowymi osnowy celulozowe] (etyloceluloza) 1 95
czeSciami rozcienczalnika organicznego (na rozcienczalnik organiczny sktada sig
mieszanka toluenu i etanolu w stosunku 8:2). Tak przygotowang mieszaning
dyspersyjng poddaje si¢ mieszaniu mechanicznemu w temperaturze pokojowej na
mieszadle magnetycznym przez 2 godziny. Nastepnie zawiesing poddaje si¢ kapieli
ultradzwigkowe] przez 30 minutdla uzyskania jednorodnej dyspersji ptatkow
grafenowych w zawiesinie.

Warstwe sensoryczng nanosi  si¢ poprzez osadzanie natryskowe na podtozu
dielektrycznym, na przyktad na elastycznej foli polimerowej EVA (kopolimer etylenu i
octanu winylu z ang. Ethylene-Vinyl Acetate). W identyczny sposob warstwa
sensoryczna moze by¢ naniesiona na szkto.

Osadzanie natryskowe na elastycznym podlozu — foli polimerowej EVA

Warstwe czujnika 6 wykonuje si¢ w technologii spray coating method. Dyspersje grafen
ptatkowy - rozcienczalnik organiczny natryskuje si¢ na podtoze polimerowe przy uzyciu
uktadu aerografu z Nz (azot dwuczasteczkowy) jako gazem nosnym. Cisnienie wlotowe
N> jest na poziomie dwoch bardw, a szybkos¢ rozpylania wynosi 3 ml/min. Odlegtosc
koncowki dyszy od podtoza wynosi 12 cm. Osadzanie natryskowe przeprowadza sig¢
przez przylaczenie zaworu gazu N2 do zbiornika z zolem dyspersji grafenu ptatkowego,
rozcienczalnika organicznego i celulozy. Utworzony strumien aerozolu kieruje si¢ na
podloze wstepnie ogrzane do temperatury w zakresie 20°C - 30°C. Naniesiony na panel
fotowoltaiczny czujnik 6 laminuje si¢ folig polimerowa 7.

Pomiar opornosci czujnika 6 o dlugosci 1,0 metr, szerokosci Smm, 1 grubosci
0,04mm charakteryzowal si¢ rezystancjg 29k Ohm, po rozbiciu rezystancja wzrosta do
.

Ujawnionymi w przyktadzie wykonania pierwszym 1 drugim wedlug wynalazku
metodami nanoszenia przewodnik elektryczny moze by¢ nanoszony na warstwe panelu
fotowoltaicznego wytworzong z innego rodzaju materiatu anizeli szkto lub wymieniona

folia polimerowa EVA.
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Zastrzezenia patentowe

1. Panel fotowoltaiczny z czujnikiem uszkodzen mechanicznych, w ktorym panel
fotowoltaiczny utworzony jest z ogniwa fotowoltaicznego, od goéry 1 od dotu,
pokrytego folig, przy czym na foli, ktéra pokrywa ogniwo fotowoltaiczne od gory,
umiejscowione jest szkto hartowane, ktore z kolei pokryte jest powloka
samoczyszczaca, znamienny tym, ze wyposazony jest w czujnik (6) do
monitorowania uszkodzen mechanicznych, ktéry ma posta¢, naniesionego na panel
fotowoltaiczny, co najmniej jednego paska, ktéry utworzony jest z przewodnika
elektrycznego w postaci powtoki z grafenu w formie grafenu ptatkowego w osnowie
lub tlenku grafenu w osnowie.

2. Panel fotowoltaiczny wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze czujnik (6) naniesiony

jest na pokrywajaca od dotu ogniwo fotowoltaiczne (1) folig (3).
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UR ZA D PATENTOWY al. Niepodiegtoéci 188/192

00-950 Warszawa, skr. poczt. 203

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ tel.: (+48) 22 579 05 55 | fax: (+48) 22 579 00 01

e-mail: kontakt@uprp.gov.pl | www.uprp.gov.pl

SPRAWOZDANIE O STANIE TECHNIKI DO ZGLOSZENIA NR P.443246

Klasyfikacja zgloszenia: HO2S 50/10, GO1R 31/54, GO1IN 27/20

Podklasy w ktérych prowadzono poszukiwania: HO2S, GO1R, GOIN

Bazy komputerowe w ktérych prowadzono poszukiwania: EPODOC, WPI, bazy UPRP, Google

Kategoria Dokumenty - z podang identyfikacja Odniesienie do
dokumentu zastrz.
A CN110391784 A (ADVANCED SOLAR POWER HANGZHOU INC) 29-10- 1-2
2019
A CN103492864 A (SHARP KK) 01-01-2014 1-2
A W09832024 A1 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]; SCHMIDT 1-2

HERIBERT [DE]) 23-07-1998

A CN113904624 A (HUNAN ELEC POWER DESIGN INST CHINA ENERGY 1-2
ENG CORP LTD) 07-01-2022

Dalszy ciag wykazu dokumentdéw na nastgpnej stronie

A — dokument okreslajacy ogolny stan techniki, ktéry nie jest uwazany za posiadajacy szczegélne znaczenie,

E — dokument stanowiacy wczesniejsze zgloszenie lub patent, ale opublikowany w lub po dacie zgloszenia,

L — dokument, ktéry moze poddawac w watpliwos¢ zastrzegane pierwszenstwo(-wa), lub przytoczony w celu ustalenia daty publikacji innego cytowanego dokumentu
Iub z innego szczegdlnego powodu,

O — dokument odnoszacy si¢ do ujawnienia ustnego przez zastosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposob,

P — dokument opublikowany przed datg zgloszenia, ale pézniej niz zastrzegana data pierwszenstwa,

T — dokument pozniejszy, opublikowany po dacie zgloszenia lub w dacie pierwszenistwa i niebedacy w konflikcie ze zgloszeniem, ale cytowany w celu zrozumienia
zasad lub teorii lezacych u podstaw wynalazku,

X — dokument o szczeg6lnym znaczeniu; zastrzegany wynalazek nie moze by¢ uwazany za nowy lub nie moze by¢ uwazany za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli
ten dokument brany jest pod uwage samodzielnie,

Y — dokument o szczegdlnym znaczeniu; zastrzegany wynalazek nie moze by¢ uwazany za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli ten dokument zostanie polaczony z
jednym lub kilkoma tego typu dokumentami, a takie polaczenie bedzie oczywiste dla znawcy,

& — dokument nalezacy do tej samej rodziny patentowe;j.

Sprawozdanie wykonal/-a: Data: Podpis:

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektroniczny m/
M ateusz Gawejf 1 3 09 . 2023 Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego
Asesor

Uwagi do zgloszenia

Sprawozdanie zostalo wykonane w oparciu o zastrz. z dnia 22.12.2022 r.
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ZGLOSZENIE NR P 443246
Kontynuacja wykazu dokumentéw
Kategoria Dokumenty - z podang identyfikacja Odniesienie do
dokumentu zastrz.
A PL437069 A1l (GIZICKI JAN [PL]) 22-11-2021 1-2
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